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前言

　　为普通高等院校电子类、电气类和计算机类等专业而编写的模拟电子技术课程教材。
本书是作者在多年从事应用型本科电子技术教学实践的基础上，吸收了兄弟院校相关教材的优点编写
而成的，具有很强的针对性。
　　应用型本科院校培养学生的目标是使学生成为具有一定专业理论水平和较强动手能力的应用型人
才。
因此，本书在编写过程中，着重突出如下几个问题。
　　1.基础知识与新技术相结合　　随着电子技术的发展，模拟电子的新技术、新器件不断涌现，使
得模拟电子技术的内容越来越多，市场上的相关教材也越来越厚。
为了适应培养应用型人才的需要，本书首先在教材内容上进行了精心挑选，既重视基础知识的提炼和
更新，又介绍了电子技术的发展和现状，使基础知识与新技术有机地结合起来。
让学生既学到了扎实的基础知识，又了解了新技术。
2.理论与实际相结合本书首次引人模拟电子技术在工程上的应用实例，使学生从抽象的理论跃进看得
见、摸得着的工程实践中。
这不仅大大激发了学生学习模拟电子技术的兴趣，而且也培养了学生学习工程概念和实现工程技术的
能力。
　　3.理论与技能培养相结合　　为培养应用型人才，本书注重对学生进行技能方面的培养，1～8章
每章都留有适量的、有趣味性的、应用性的习题和自测题，以培养学生独立思考的能力、分析问题的
能力和解决实际问题的能力。
　　4.教材结构安排与叙述方式的结合　　为适应应用型本科院校学生的理解能力，教材在结构安排
上由浅入深、由特殊到一般，以适应学生的认识规律；在叙述方法上做到通俗易懂，减少不必要的推
理演绎，着重突出物理概念，从而化解模拟电路中的许多难点，使学生易学易懂。
　　本书引用了许多专家、学者著作和论文中的研究成果，在此特向他们表示衷心的感谢。
　　本书第1、2章由陈振云老师编写；第3、5、9章由韦建英老师编写；第4、8章由刘龙辉老师编写；
第6、7章由徐安静老师编写。
韦建英、徐安静老师任主编，负责全书统稿，陈振云、刘龙辉老师任副主编。
　　由于编者水平有限，缺点和疏漏在所难免，敬请广大读者批评指正。
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内容概要

　　本书是为普通高等院校电子类、电气类和计算机类专业而编写的模拟电子技术课程教材。
全书分为9章，内容包括半导体二极管及其应用电路、半导体三极管及其放大电路、场效应管及其放
大电路、功率放大电路、集成运算放大器、反馈放大电路、集成运算放大器的应用电路、直流稳压电
源和模拟电路应用实例等。
1～8章每章都有各章小结，还配有习题和自测题。
书后附有相　　本书还可以作为机电类、仪器仪表类等专业的参考教材，可供广大电子技术爱好者自
学与参考。
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反馈放大电路　6.1　反馈的基本概念与分类　6.2　负反馈放大电路的四种组态　6.3　负反馈对放大
电路性能的影响　6.4　负反馈放大电路的分析方法　6.5　负反馈放大电路的稳定问题　6.6　正反馈
的典型应用　小结　习题　自测题第7章　集成运算放大器的应用电路　7.1　理想运算放大器　7.2　
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电源　8.1　直流电源的组成　8.2　整流电路　8.3　滤波电路　8.4　稳压电路　8.5　三端集成稳压器
及其应用　8.6　开关型稳压电路　小结　习题　自测题第9章　模拟电路应用实例　9.1　功率放大电
路的应用　9.2　振荡电路的应用　9.3　基本放大电路的应用　9.4　其他应用电路附录A　部分参考答
案参考文献
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章节摘录

　　硅或锗原子之间关系的平面结构为共价键结构，如图1一1一4所示。
在共价键结构中，原子最外层有8个电子，这些电子属于各原子共有，称为共价电子。
在热力学温度为O K时，共价电子的能量不足以挣脱共价键的束缚成为自由电子，因此半导体不能导
电。
在获得热量或光照后，部分共价电子会挣脱共价键的束缚，成为自由电子。
共价电子成为自由电子的过程称为热激发或光激发，同时，共价键留下一个空位，称为空穴。
自由电子和空穴总是成对产生并且成对复合的。
如果共价电子填补空穴，可以理解为空穴填补共价电子，即理解为空穴在共价键内自由移动，而移动
的方向与共价电子移动的方向相反，所以可将空穴理解为带正电的粒子。
自由电子和空穴统称载流子，载流子的多少就决定了半导体的导电能力的强弱。
　　完全纯净、晶体结构完整的半导体称为本征半导体，本征硅和本征锗在常温下导电能力较差，其
原因就是常温激发出的自由电子数量的浓度比其原子的浓度要小得多，例如在室温下，只有少数共价
电子获得足够的能量，克服原子核和共价键的束缚而成为自由电子。
但因自由电子数量很少，导电能力很差。
为提高半导体材料的导电能力，工程上采用杂质半导体。
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